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共鳴トンネルダイオード (RTD) は、小型か

つ室温動作可能なテラヘルツ(THz)光源として

期待されている。しかし、従来の単体 RTD 発

振器の発振出力は 1 THzにおいて 10 μW 程度

であり、高出力化が課題である。高出力発振を

目指すには複数の RTD 発振器のアレイ化が有

効であり、既に高出力発振が報告されているが 

[1, 2]、それと同時に単体の高出力化も必要で

ある。我々はこれまで空洞共振器と大面積RTD

を用いた単体の高出力 THz 発振器を提案し[3, 

4]、放熱のための高熱伝導率 n+-InP 導電層を採

用した RTD 層構造を用いて [5]、0.53 THz で

0.2 mWの出力を得た [6]。しかし、n+-InP は以

前の n+-InGaAsよりも導電率が低く、これによ

り導体損失が増加して出力が低下していた。そ

こで、この n+-InP 導電層を厚くすると共に共

振器電極構造を最適化し導体損失を削減する

ことで高出力発振を得たので報告する。 

デバイス構造を Fig. 1に、デバイス構造の改

良点を Fig. 2に示す。導体損失低減のため、ま

ず基板の n+-InP 導電層を 0.2 μm から 1 μm に

厚膜化した。同時に、ウェットエッチングエッ

チング時間を短縮し電極形成を 2 度に分ける

ことで、RTDメサと電極間の距離を短縮した。

また、共振器の高さを 0.5 μmから 1.2 μmに高

くすることでも共振器の導体損失を軽減した。

Fig. 3 に発振特性を示す。0.61 THz において

0.86 mWの高出力発振が得られ、実験と理論は

ほぼ一致した。今後は、共振器長を長くするこ

とでさらに低損失化を行い、1 THzにおいて 1 

mW以上の高出力テラヘルツ発振を目指す。 

 

Fig. 1.  Schematic and SEM image of fabricated RTD oscillator.  

 

Fig. 2. Schematics of structural improvements. 

 

Fig. 3. Oscillation characteristics of fabricated devices. 
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